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概要 ナノ秒パルスYAGレーザによるSnO2系薄膜の高速ドライエッチングの検討を行った。実際に加工を行い，加工端部

精度 2 m m，表面粗さ 10 nmを達成可能であることを確認した。さらに加工性は膜厚やパルス幅依存性があり，200�300 nm膜

厚，数十 nsパルスが適当であることを明らかにした。また加工が自由電子濃度に依存し，その加工可否を分ける閾値が

4.0�1025 m�3程度であることを明らかにした。しかし低自由電子濃度にもかかわらず加工が行えた結果も得られ，これに対し

YAG光子 (1.16 eV)による中間準位からの電子励起メカニズムを推察した。こうした推定加工メカニズムをもとに適正材料を作

成することで 20 mJ/mm2の低エネルギ加工を達成し，高速加工が達成可能であることを示すことができた。

Abstract

In this article, we report on our investigation of nano-second pulsed Nd:YAG laser (1064nm) pat-

terning on SnO2-based thin films. The process could achieve 10nm surface roughness and 2 m m edge

accuracy. Experiments showed that the process depended on pulse duration, and a ten ns pulse du-

ration was appropriate for 200�300nm film thickness to achieve one-pulse ablation. It was also

found that carrier concentration is an important factor influencing the process and its energy from

the energy absorption mechanism of the free carrier vibration induced by the laser. The process

needs a high-carrier concentration for a low-energy process. Experiments showed the required mini-

mum carrier concentration for patterning was about 4�1025 m�3. However, there were some excep-

tions. For these, the excitation of deep level electrons by a YAG photon (1.16 eV) was thought to be an

additional mechanism. We obtained a very low patterning energy of 20mJ/mm2 through considera-

tion of the mechanism and optimization of the patterning conditions.
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